DATEN VORLXUFIGER MUSTER

. Bﬁ .

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS - LEISTUNGSTRANSISTOREN
Komplementértypen zu BD 814 / BD 816 / BD 818

104
ma.

BD8I7

Mechanische Daten: mdx—]
Gehduse: Kunststoff, SOT-128 38
(JEDEC T0-202) f——e‘ ] e | Dl
Der Kollektor ist mit
dem Montageflansch L ¥ 24,2
leitend verbunden. a6 max
. max
MaBangaben in mm. T l
:&2: 2,4 max
08 Qs
EfC] [B 08 "—
254 16 f-—
YE 720267
[ h 46
max
e 10 -» *
Kurzdaten: BD 813 BD 815 BD 817
Kollektor-Sperrspannung UCB o = mex. 45 60 100 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 45 60 80 V
Kollt;ktorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei 8¢ < 25% P, i = max. 12,5 W
bei 8y < 25% P, = max. 2,0 W
Sperrschichttemperatur GJ = max. 150 °¢
Gleichstromverstirkung
bei UCE =2V, Ic = 150 mA B = 40...250
. >
belUCE=2V,IC=1A B = 25
Transit-Frequenz N
bei Upp = 10 V, I, =250 mA £ E4 3 MHz
VALVO TRANSISTOREN 8.79 :




BD 813

BD 815
BD 817

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8; max) BD 813 BD 815 BD 817
Kollektor-Sperrsp‘annu.ng bei IE = 0 UCB o = max. ‘45l 60 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei RBE = 1 kQ: UCE g ~ max. 45 60 100 Vv
bei IB = 03 UCE o = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 03 UEB o = max. L5 j 5 v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 2 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 6 A
Gesqtverlustléistu.ng bei 6G =:= 257°C: Ptot = max. 12,5 w
bei 8, = 25°C: P o, = max. 2,0 W
Sperrschichttemperatur: &J = max. 150 °c
Lageru.ugstemperatu.r:' 8s = min. ~-65 °c
&S = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflansch: Rpe = 10 K/W
zwischen Sperrschicht <
und Umgebung: Rypuv = 62,5 K/W
]
20 21300281
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BD 813
BD 815

Kennwerte:

-

Kollektor-Reststrom

bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

BD 817

bei Ip = 0, Uy = Ugp ¢ max’ Ics o % 100 pa

bei Ty = 0, Upp = Upy 0 und 8; = 150°C: Ipo = 3 m
Emitter-Reststrom < il

bei Io =0, Upy =5 V: Tup o = 1 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei IC =1 A, IB = 100 mA: UCE sat = 0,6 v
Basisspannung <

bei UCE =2V, Ic =1 A: UBE = 1,3 v
Gleichstromverstirkung

bei UCE =2V, IC = ‘150 mA: B ; 40...250

bei UCE =2V, IC =1 A: B = 25
Transit-Frequenz >

bei;UCE =10 V, IC = 250 mA, fM = 1 MHz: fT = 3 MHz
Schaltzeiten

bei Iy =14, I = -Io. =100 mA

(Uppy ¢ =~ 20 V, Ry = 20 Q): tein = 0,3 us

aus = 1,1 hs
Komplementére Transistorpaare:.
Das Verhdltnis der Gleichstromverstidrkungen B
bei |Usp| =2 Vund |I | = 150 mA ist 1,3 (< 1,6).
8.79
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BD 813

BD 815
BD 817
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| BD 814

DATEN VORLAUFIGER MUSTER
BD 816

BD 818

SILIZIUM- PNP - EPIBASIS - LEISTUNGSTRANSISTOREN
Komplementértypen zu BD 813 / BD 815 / BD 817

Mechanische Daten: <—,‘,?é§——
Gehduse: Kunststoff, SOT-128 38 18
(JEDEC T0-202) r—e’ 36 05
Der Kollektor ist mit
dem Montageflansch - ¥ 24,2
leitend verbunden. 86 max--
max
MaBangaben in mm. £
)
T | ?
12,2 2,4 max
min
l+— 08 le—05
HEE 254 16 e
' VE 720267
46
max
[ 10 f
Kurzdatens BD 814 BD 816 BD 818
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 45 60 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. A5 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic M = Rax. 6 A
Gesamtverlustleistung bei &G é 25°C Ptot = max. 12,5 w
: £ o0
bei 'BU =25 C Ptot = max. 2,0 \;’
Sperrschichttemperatur eJ = max. 150 c
Gleichstromverstédrkung
bei -U,, =2V, -I, = 150 mA B = 40...250
CE [ N
bei -UCE =2V, -Ic =1A B 9 25
Transit-Frequenz >
bei _UCE =10 V, —IC = 250 mA fT & 3 MHz
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BD 814

BD 816
BD 818

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 0J max) BD 814 BD 816 BD 818
Kollektor-Sperrsﬁhnnnng bei IE = 03 -UCB o = max. 45 60 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung )
bei BBE = 1 kQ: -UbE R = Dhax. 45 60 100 V
bei IB = 03 -UCE o = max. 45 60 80 V
Emi tter-Sperrspannung bei IC = 0: —UEB o = max. 5 5 5 ,V
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic Av = max. 2 A
Kollektorstrom,  Scheitelwerts —IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei 0G § 25°C: Ptot = max. 12,5 W
bei 8 < 25%: P, = max. 2,0 W
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 150 °c
Lagerungstemperaturs es = min. -65 °c
8 = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflansch: Rth ¢ = 10 K/W
zwischen Sperrschicht <
und Umgebung: Riyov = 62,5 K/W
20 2730028
Pirot max
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BD 814
BD 816
BD 818

Kennwerte: bei SJ = 2500, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei Ip = 0, ~Upp = ~Upp o pax’ . Teso % 100 paA
bei IE =0, -UCB = -UCB 0 max’ eJ = 150 C: -Ics o = 3 mA
Emitter-Reststrom <
bei Ic =0, TUEB =5 V: --IEB 0 = i mA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -Ic = 1A, -IB = 100 mA: -UCE sat = 0,6 v
Basisspannung <
bei 'UCE =2V, -I, = 1 A: -UBE = 1,3 v
Gleichstromverstirkung
bei -UCE =2V, -IC = 150 mA: B ; 40...250
bei -UCE =2V, -Ic =1A: B = 25
Trangit—Frequenz : >
bei --UCE =10V, -Ic = 250 mA, fM = 1 MHz: fT & 3 MHz
Schaltzeiten
bei —ICx =1 A, -IBx =+ IBY = 100 mA
(-Upap c =20 Vs R, = 20 Q): toin = 0,3 us
aus = 0,7 k8
Komplementédre Transistorpaare:
Das Verhdltnis der Gleichstromverstérkungen B
bei|UCE|= 2 V und |IC|= 150 mA ist 1,3 (g_ 1,6).
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BD 814

BD 816
BD 818
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BD 839

DATEN VORLAUFIGER MUSTER
BD 841

BD 843

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL -
NF - LEISTUNGSTRANSISTOREN
Komplementirtypen zu BD 840 / BD 842 / BD 844

104
Mechanische Daten: ‘
38
Geh#use: Kunststoff, SOT-128 r‘@' 3;2 03
(JEDEC T0-202)
Der Kollektor ist mit -1 oy 24,2
dem Montageflansch max
leitend verbunden. o8 |
MaBangaben in mm. T
12,2 2,4 max
min
08 05
g s ¥ I
254 16 —
VE 720267
[ :
max
e 10 —» ’
Kurzdaten: BD 839 BD 841 BD 843 R
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 45 60 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 3 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°C Ptot = max. 10 w
. < 50
bei 6U =25C Ptot = max. 2 :
Sperrschichttemperatur GJ = max. 150 C
Gleichstromverstédrkung
bei U =2V, I, =150 mA B = 40...250
CE C N
belUCE=2V,Ic=1A B & 25
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, I, =-50 mA fp = 125 MHz
VALVO TRANSISTOREN 879
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BD 839
BD 841
BD 843

Absolute Grenzwerte: (giilltig bis oJ max) BD 839 BD 8431 BD 843
Kollektor-Sperrspannung bei Ig = 0: Uop o = max. 45 60 100 Vv
Kollektor-?nitter-Sperrspannung
bei RBE = 1 kQ: UCE R = max. 45 60 100 V
bei IB =0, I = 30 mA: UCE o = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = mex. 5 vb 5‘ v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 1,5 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ic M = max. 3,0 A
Gesutverlnstieistung bei &G § 25°C: Ptot = max. 10 w
bei 8 & 25%: P, ., = mex. 2 W
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 150 %
Lagerungsfemperatur: OS = min. -65 %
GS = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflanschs By = 12,5 K/W
zwischen Sperrschicht <
und Umgebung: R = 62,5 K/W
th U
73 3 .
10 2
tot max A
(W)
\\ v
AN
5 N
\\
N
\k
0 ,
0 50 100 ¥ (°C) 150
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BD 839
BD 841
BD 843

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <

bei UCB =30V, IE = 0: ICB 0 z 100 nA

bei Uy =30V, Ip =10, 8, = 125°¢C: Ics o = 10 pA
Emitter-Reststrom <

bei UEB =5V, IC = 0: IEB 0 = 10 uA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei IC = 1A, IB = 100 mA: UcE sat 0,8 V
Basisspannung <

bei UCE =2V, Ic =1 A: UBE = 1,3V
Glei?hstromverstﬁrkung N

bei UCE =2V, IC = 5 mA: B = 25

bei UCE =2V, IC = 150 mA: B : 40...250

bei UCE =2V, IC =1 As B & 25
Transit-Frequenz

bei UCE =5V, IC = 50 mA, fM = 35 MHz: fT = 125 MHz
Komplementdre Transistorpaare:
Das Verhdltnis der Gleichstromverstdrkungen B
bei|UCE|= 2V und|lc|= 150 mA 'ist 1,3 (g 1,6).
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BD 839
BD 841

BD 843

10 Z 7300294
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BD 840
BD 842
SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - BD 844

NF - LEISTUNGSTRANSISTOREN
Komplementértypen zu BD 839 / BD 841 / BD 843

DATEN VORLAUFIGER MUSTER

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT 128 104 ol
(JEDEC T0-202) |
Der Kollektor ist mit 38 1% 05
dem Montageflansch f 36
leitend verbunden.
Ly 24,2
MaBangaben in mm. 86 max
n&ugi
12,2 2,4 max
min. . 08 05
x 0,6
£l 254 16 -—
VE 720267
46
max
- 10 - }
Kurzdaten: BD 840 BD 842 BD 844 .
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 45 60 100 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung --UCE o = max. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert —IC M= max. 3 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°¢C Ptot = max. 10 w
. £ 5x0
bei 8U =25°C Ptot = max. 2 :
Sperrschichttemperatur OJ = max. 150 C
Gleichstromverstdrkung
bei U, =2V, ~-I, = 150 mA B = 40...250
CE C N
bei -UCE =2V, —IC =14 B B 25
Transit-Frequenz
bei -UCE =5V, -IC = 50 mA fT = 50 MHz
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BD 840

BD 842
BD 844

Absolute Grenzwerte: (gtiltig bis 8; -ax)

BD 840 BD 842 BD 844

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: = max. 60
Kollektor-Emitter-Sperrapannung
bei Ry $1k@: = max. 60
bei IB = 0, -Ic = 30 mA: = max. 60
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: = max. 5
Kollektorstrom, Mittelwert: = max. 1,5 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: = max. 3,0 A
Gesamtverlustleistung bei OG é 25°C: = max. 10 w
bei 8 $ 25%: = max. 2 W
Sperrschichttemperatur: = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: = min. -65 °c
= max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflansch: = 12,5
zwischen Sperrschicht <
und Umgebung: = 62,5
300293
10 &
Ptotmax \\‘
N
(W)
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\\
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BD 840
BD 842
BD 844

Kennwerte: bei & -‘25°C, sofern nicht anders angegeben

=
Kollektor-Reststrom <

bei -UCB =30V, IE = 0: . 'ICB 0 : 100 nA

bei -UCB =30V, IE = 0, &J = 125 C: -ICB 0 = 10 pA
Emitter-Reststrom <

bei -UEB =51V, Ic = 0: -IEB 0 = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei -IC = 1A, -IB = 100 mA: -UCE sat °® 0,8 V
Basisspannung <

bei -UCE =2V, -IC =1 A: -UBE = 1,3 Vv
Gleichstromverstirkung >

bei —UCE =2V, -Ic = 5 mAs B s 25

bei —UCE =2V, —Ic = 150 mAs B : 40...250

bei -UCE =2V, -Ic =1 A: B s 25
Transit-Frequenz

bei -UCE =5V, -Ic = 50 mA, fM = 35 MHz: fT = 50 MHz
Komplementire Transistorpaare:
Das Verhdltnis der Gleichstromyerstdrkungen B
bei ‘UCE|= 2V und'Ic|= 150 mA ist 1,3 (< 1,6).

VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BD 840

BD 842
BD 844

~lc

- (A)

Erlaubter =sicherer)
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